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【ＦＩ】
   Ｈ０３Ｈ   9/145   　　　Ｚ
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   Ｈ０１Ｌ  41/08    　　　Ｌ
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【手続補正書】
【提出日】平成23年11月25日(2011.11.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧電基板と、
　前記圧電基板上に同一膜厚で形成された複数のＳＡＷ素子とを有し、
　複数の前記ＳＡＷ素子は、それぞれ異なる共振周波数を発振し、
　複数の前記ＳＡＷ素子の入力端または出力端の少なくとも一方が共通化されたＳＡＷデ
バイスであって、
　複数の前記ＳＡＷ素子のうち、共振周波数の低いＳＡＷ素子を第１のＳＡＷ素子、共振
周波数の高いＳＡＷ素子を第２のＳＡＷ素子とした時に、前記第１のＳＡＷ素子の共振周
波数Flr及び反共振周波数Flaと、前記第２のＳＡＷ素子の共振周波数Fhrより低周波側に
生じる高次モードに起因するスプリアス周波数Fhsとの関係は０．９Flr≦Fhs≦０．９９
９９Flr、及びFla≦Fhs≦１．１Flaであることを特徴とするＳＡＷデバイス。
【請求項２】
　圧電基板と、
　前記圧電基板上に同一膜厚で形成された複数のＳＡＷ素子とを有し、
　複数の前記ＳＡＷ素子は、それぞれ異なる共振周波数を発振し、
　複数の前記ＳＡＷ素子の入力端または出力端の少なくとも一方が共通化されたＳＡＷデ
バイスであって、
　複数の前記ＳＡＷ素子のうち、共振周波数の低いＳＡＷ素子を第１のＳＡＷ素子、共振
周波数の高いＳＡＷ素子を第２のＳＡＷ素子とした時に、前記第１のＳＡＷ素子の共振周
波数Flrと、前記第２のＳＡＷ素子の共振周波数Fhrとの関係は、０．９Fhr≦Flr≦０．９
９９９Fhrであることを特徴とするＳＡＷデバイス。
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【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　［適用例１］本適用例にかかるＳＡＷデバイスは、圧電基板と、前記圧電基板上に同一
膜厚で形成された複数のＳＡＷ素子とを有し、複数の前記ＳＡＷ素子は、それぞれ異なる
共振周波数を発振し、複数の前記ＳＡＷ素子の入力端または出力端の少なくとも一方が共
通化されたＳＡＷデバイスであって、複数の前記ＳＡＷ素子のうち、共振周波数の低いＳ
ＡＷ素子を第１のＳＡＷ素子、共振周波数の高いＳＡＷ素子を第２のＳＡＷ素子とした時
に、前記第１のＳＡＷ素子の共振周波数Flr及び反共振周波数Flaと、前記第２のＳＡＷ素
子の共振周波数Fhrより低周波側に生じる高次モードに起因するスプリアス周波数Fhsとの
関係は０．９Flr≦Fhs≦０．９９９９Flr、及びFla≦Fhs≦１．１Flaであることを要旨と
する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　［適用例２］本適用例にかかるＳＡＷデバイスは、圧電基板と、前記圧電基板上に同一
膜厚で形成された複数のＳＡＷ素子とを有し、複数の前記ＳＡＷ素子は、それぞれ異なる
共振周波数を発振し、複数の前記ＳＡＷ素子の入力端または出力端の少なくとも一方が共
通化されたＳＡＷデバイスであって、複数の前記ＳＡＷ素子のうち、共振周波数の低いＳ
ＡＷ素子を第１のＳＡＷ素子、共振周波数の高いＳＡＷ素子を第２のＳＡＷ素子とした時
に、前記第１のＳＡＷ素子の共振周波数Flrと、前記第２のＳＡＷ素子の共振周波数Fhrと
の関係は、０．９Fhr≦Flr≦０．９９９９Fhrであることを要旨とする。
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